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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート電極と、
　前記ゲート電極上に設けられた絶縁層と、
　前記絶縁層上に、前記ゲート電極に少なくとも一部を重畳して設けられた半導体層と、
　前記半導体層の少なくとも一部に接して設けられたソース電極およびドレイン電極と、
を有する薄膜トランジスタを備え、
　前記ソース電極およびドレイン電極は、それぞれ、前記半導体層側に位置する下層、Ａ
ｌを主成分とする中間層、および上層を含む積層構造を有し、
　前記ソース電極およびドレイン電極の側壁は、前記上層側の第１テーパー部と、前記下
層側の第２テーパー部と、前記第２テーパー部に接する側壁保護膜と、を有し、前記第１
テーパー部のテーパー角は、前記第２テーパー部のテーパー角よりも小さい表示装置。
【請求項２】
　前記第１テーパー部と前記第２テーパー部との切り替わり部は、前記中間層内に位置し
ている請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記第１テーパー部のテーパー角は、４０°以下である請求項１又は２に記載の表示装
置。
【請求項４】
　前記第２テーパー部のテーパー角は４０°以上７０°以下である請求項１ないし３のい
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ずれか１項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記側壁保護膜は、前記第２テーパー部の内、前記中間層および前記下層の中間層側端
部に接して設けられている請求項１ないし４のいずれか１項に記載に表示装置。
【請求項６】
　前記ソース電極、ドレイン電極および半導体層を覆う保護層を備え、前記ソース電極お
よびドレイン電極は、前記保護層の膜厚の１／３以上の膜厚を有する請求項１ないし５の
いずれか１項に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記上層および下層は、Ｔｉ系金属あるいはＭｏ系金属で形成されている請求項１ない
し６のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記半導体層は、インジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇａ）、亜鉛（Ｚｎ）の少なくとも
１つを含む酸化物によって形成された酸化物半導体層である請求項１ないし７のいずれか
１項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、薄膜トランジスタを有する表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体装置として薄膜トランジスタを備えた表示装置が実用化されている。表示
装置の一例として、液晶表示装置や有機エレクトロルミネッセンス表示装置等が挙げられ
る。
【０００３】
　このような表示装置は、複数の薄膜トランジスタ、信号線、ゲート線、ソース・ドレイ
ン電極等の配線部、パッシベーション膜等が作りこまれたアレイ基板を備えている。薄膜
トランジスタおよび種々の配線部は、フォトリソグラフィ、ドライエッチング等により、
所定の形状にパターニングされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－１１１２６５号公報
【特許文献２】特開２０００－２３２０９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　表示装置の製造工程において、大判基板上に表示装置用のアレイ基板を形成する場合、
加工の面内均一性が低下する。例えば、エッチングを行うチャンバ内において、排気の影
響等により、大判基板の中央部と周辺部とで、ラジカル種やイオン種の密度分布が生じや
すい（比率の相違が生じ易い）。このため、大判基板の中央部と周辺部とで、配線、電極
等の加工形状が異なり易い。
【０００６】
　また、エッチング工程において、大判基板では、仕様上、ラジカル、イオンを基板側に
引っ張り難く、また、被エッチング部の側壁への再堆積が少なく、サイドエッチングが進
行しやすい。すなわち、エッチング面のテーパー角が小さくなり易い。あるいは、再堆積
がムラになり易く、更に、側壁が荒れ易い。このような理由から、エッチングにおいて、
設計通りの加工形状を得ることが難しい。
【０００７】
　この発明の実施形態の課題は、加工形状の均一化、カバレッジ性の向上、量産性の向上
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を図ることが可能な表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態に係る表示装置は、ゲート電極と、前記ゲート電極上に設けられた絶縁層と、
前記絶縁層上に、前記ゲート電極に少なくとも一部を重畳して設けられた半導体層と、前
記半導体層の少なくとも一部に接して設けられたソース電極およびドレイン電極と、を有
する薄膜トランジスタを備えている。ソース電極およびドレイン電極は、それぞれ、前記
半導体層側に位置する下層、Ａｌを主成分とする中間層、および上層を含む積層構造を有
している。ソース電極およびドレイン電極の側壁は、前記上層側の第１テーパー部と、前
記下層側の第２テーパー部と、前記第２テーパー部に接する側壁保護膜と、を有し、前記
第１テーパー部のテーパー角は、前記第２テーパー部のテーパー角よりも小さい。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る表示装置の一構成例を概略的に示す図。
【図２】図２は、図１に示した表示装置に適用するアレイ基板の一構成例を概略的に示す
平面図。
【図３】図３は、図２の線Ａ－Ａに沿ったアレイ基板の断面図。
【図４】図４は、前記アレイ基板の製造工程を示す断面図。
【図５】図５は、前記アレイ基板の製造工程を示す断面図。
【図６】図６は、前記アレイ基板の製造工程を示す断面図。
【図７】図７は、テーパー部のテーパー角と側壁保護膜の膜厚との関係を概略的に示す図
。
【図８】図８は、第２の実施形態に係る表示装置におけるアレイ基板の断面図。
【図９】図９は、第３の実施形態に係る表示装置におけるアレイ基板の断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら、この発明の実施形態について詳細に説明する。　
　なお、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更
であって容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである
。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等
について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定す
るものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様
の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
【００１１】
　（第１の実施形態）　
　図１は、第１の実施形態の表示装置の一構成例を概略的に示す図である。ここでは、ア
レイ基板を有する表示装置として、液晶表示装置を例に説明する。液晶表示装置１は、例
えばスマートフォン、タブレット端末、携帯電話機、ノートブックタイプＰＣ、携帯型ゲ
ーム機、電子辞書、或いはテレビ装置などの各種の電子機器に組み込んで使用することが
できる。
【００１２】
　図１に示すように、液晶表示装置１は、ガラス板等の光透過性を有する絶縁基板１５と
、絶縁基板１５上に設けられ、画像を表示する表示部（アクティブエリア）ＡＣＴと、表
示部ＡＣＴを駆動する駆動回路ＧＤ、ＳＤと、を備えている。表示部ＡＣＴは、マトリク
ス状に配置された複数の表示画素ＰＸを備えている。
【００１３】
　表示部ＡＣＴには、ゲート配線Ｇ（Ｇ１～Ｇｎ）、容量線Ｃ（Ｃ１～Ｃｎ）、ソース配
線Ｓ（Ｓ１～Ｓｍ）、電源配線ＶＣＳなどが形成されている。各ゲート配線Ｇは、表示部
ＡＣＴの外側に引き出され、ゲート駆動回路ＧＤに接続されている。各ソース配線Ｓは、
表示部ＡＣＴの外側に引き出され、ソース駆動回路ＳＤに接続されている。容量線Ｃは、
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補助容量電圧が印加される電源配線ＶＣＳと電気的に接続されている。　
　駆動回路ＧＤ、ＳＤは、表示部ＡＣＴの外側で絶縁基板１５上に一体的に形成され、こ
れらの駆動回路ＧＤ、ＳＤにコントローラ１１が接続されている。
【００１４】
　各表示画素ＰＸは、液晶容量ＣＬＣ、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）ＴＲ、液晶容量ＣＬ
Ｃと並列の蓄積容量ＣＳなどを備えている。液晶容量ＣＬＣは、薄膜トランジスタＴＲに
接続された画素電極ＰＥと、コモン電位の給電部ＶＣＯＭと電気的に接続された共通電極
ＣＥと、画素電極ＰＥと共通電極ＣＥとの間に介在する液晶層とを備えている。　
　薄膜トランジスタＴＲは、ゲート配線Ｇ及びソース配線Ｓに電気的に接続されている。
ゲート配線Ｇには、ゲート駆動回路ＧＤから、薄膜トランジスタＴＲをオンオフ制御する
ための制御信号が供給される。ソース配線Ｓには、ソース駆動回路ＳＤから、映像信号が
供給される。薄膜トランジスタＴＲは、ゲート配線Ｇに供給された制御信号に基づいてオ
ンした際、ソース配線Ｓに供給された映像信号に応じた画素電位を画素電極ＰＥに書き込
む。コモン電位の共通電極ＣＥと画素電位の画素電極ＰＥとの間の電位差により、液晶層
に印加される電圧が制御される。
【００１５】
　蓄積容量ＣＳは、液晶層に印加される電圧を一定期間保持するものであって、絶縁層を
介して対向する一対の電極で構成されている。例えば、蓄積容量ＣＳは、画素電極と同電
位の第１電極と、容量線Ｃの一部あるいは容量線Ｃと電気的に接続された第２電極と、第
１電極と第２電極との間に介在する絶縁層と、で構成されている。　
　ゲート駆動回路ＧＤおよびソース駆動回路ＳＤは、それぞれスイッチング素子として機
能する複数の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）ＴＲを備えている。
【００１６】
　図２は、図１に示した液晶表示装置１に適用可能なアレイ基板の一構成例を概略的に示
す平面図、図３は、図２の線Ａ－Ａに沿ったアレイ基板の断面図である。　
　アレイ基板ＳＵＢ１は、ガラス基板や樹脂基板などの光透過性を有する絶縁基板１５を
用いて形成されている。アレイ基板ＳＵＢ１は、絶縁基板１５の上に、各表示画素ＰＸを
構成する薄膜トランジスタＴＲ、蓄積容量ＣＳ、ゲート配線Ｇ、ソース配線Ｓ、画素電極
、並びに、ゲート駆動回路ＧＤおよびソース駆動回路ＳＤを構成する複数の薄膜トランジ
スタＴＲを備えている。ここでは、半導体装置として機能する薄膜トランジスタＴＲに着
目して詳細に説明する。
【００１７】
　図２および図３に示す構成例では、薄膜トランジスタＴＲは、例えば、ボトムゲートチ
ャネルエッチ型のトランジスタとして構成されている。すなわち、絶縁基板１５の内面１
０Ａ上にゲート電極ＧＥが形成されている。薄膜トランジスタＴＲを構成するゲート電極
ＧＥは、例えば、銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）、モリブデン（Ｍ
ｏ）、タングステン（Ｗ）、タンタル（Ｔａ）、クロム（Ｃｒ）のなどの金属材料あるい
はこれらの金属材料を含む合金などによって形成されている。ゲート電極ＧＥは、例えば
ゲート電極ＧＥと同一層に設けられたゲート配線Ｇあるいは駆動回路の制御配線と電気的
に接続されている。ゲート電極ＧＥは、例えば、矩形状にパターニングされている。
【００１８】
　ゲート電極ＧＥおよび絶縁基板１５の内面１０Ａを覆ってゲート絶縁層１２が形成され
ている。ゲート絶縁層１２は、例えば酸化シリコン（ＳｉＯｘ）を主成分とする酸化シリ
コン層を含んでいる。本実施形態において、ゲート絶縁層１２は、その全体が、酸化シリ
コン層により形成されている。なお、ゲート絶縁層１２は、酸化シリコン（ＳｉＯｘ）を
主成分とする酸化シリコン層と、他の絶縁層、例えば窒化シリコン（ＳｉＮｘ）との積層
膜で構成してもよい。積層膜で形成する場合、ゲート絶縁層１２は、酸化シリコン層が半
導体層と接するように形成することが望ましい。なお、本実施形態において、層とは、膜
あるいはフィルムを含む概念として用いている。
【００１９】
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　ゲート絶縁層１２上には、薄膜トランジスタＴＲを構成する半導体層として、例えば、
酸化物半導体層ＳＣが形成されている。酸化物半導体層ＳＣは、その少なくとも一部がゲ
ート電極ＧＥと重なるように設けられ、本実施形態では、半導体層ＳＣ全体がゲート電極
ＧＥに重畳している。　
　このような酸化物半導体層ＳＣは、例えば、インジウム（Ｉｎ）、ガリウム（Ｇａ）、
亜鉛（Ｚｎ）、スズ（Ｓｎ）の少なくとも１つを含む酸化物によって形成されている。酸
化物半導体層ＳＣを形成する代表的な例としては、例えば、酸化インジウムガリウム亜鉛
（ＩｎＧａＺｎＯ）、酸化インジウムガリウム（ＩｎＧａＯ）、酸化インジウム亜鉛（Ｉ
ｎＺｎＯ）、酸化亜鉛スズ（ＺｎＳｎＯ）、酸化亜鉛（ＺｎＯ）などが挙げられる。
【００２０】
　酸化物半導体層ＳＣは、例えば、ほぼ矩形の島状にパターニングされ、比較的高抵抗な
チャネル領域を構成している。チャネル領域は、チャネル長Ｌを有している。また、酸化
物半導体層ＳＣと同様に、ゲート絶縁層１２の上に図示しない画素電極が形成される。　
【００２１】
　薄膜トランジスタＴＲは、酸化物半導体層ＳＣの少なくとも一部に接して設けられたソ
ース電極ＳＥおよびドレイン電極ＤＥを有している。ソース電極ＳＥ及びドレイン電極Ｄ
Ｅの一方は、ゲート絶縁層１２上に形成されたソース配線Ｓに電気的に接続され、ここで
は、ソース配線Ｓと同一層で形成されている。ソース電極ＳＥは、ゲート絶縁層１２上に
形成され、一部が酸化物半導体層ＳＣのソース領域ＳＣＳ上に重畳している。
【００２２】
　ソース電極ＳＥ及びドレイン電極ＤＥの他方は、ゲート絶縁層１２上に形成され、一部
が酸化物半導体層ＳＣのドレイン領域ＳＤＣ上に重畳している。ドレイン電極ＤＥは、チ
ャネル長Ｌに相当する距離だけ離間してソース電極ＳＥに対向している。また、ドレイン
電極ＤＥは、画素電極に電気的に接続される。
【００２３】
　ソース電極ＳＥ、ドレイン電極ＤＥ、およびソース配線Ｓは、金属多層膜で構成されて
いる。本実施形態において、ソース電極ＳＥ、ドレイン電極ＤＥ、およびソース配線Ｓは
、それぞれ、Ｔｉ、ＴｉＮ等のＴｉを主成分とする金属材料からなる下層（第１層）２０
ａと、Ａｌ、ＡｌＳｉ、ＡｌＮｄ，ＡｌＣｕ等のＡｌを主成分とする金属材料からなる中
間層（第２層）２０ｂと、Ｔｉを主成分とする金属材料からなる上層（第３層）２０ｃと
の積層構造（Ｔｉ系／Ａｌ系／Ｔｉ系）を有している。中間層２０ｂは、下層２０ａおよ
び上層２０ｃに比較して、充分に厚く形成されている。ソース電極ＳＥおよびドレイン電
極ＤＥは、下層２０ａ側が酸化物半導体層ＳＣに接して形成され、ソース配線Ｓは、下層
２０ａ側がゲート絶縁層１２に接して設けられている。
【００２４】
　図２および図３に示すように、ソース電極ＳＥ、ドレイン電極ＤＥ、およびソース配線
Ｓは、それぞれ側壁、すなわち、ゲート絶縁層１２および酸化物半導体層ＳＣに対して起
立している側壁を有している。各側壁は、上層２０ｃから中間層２０ｂまで延びる第１テ
ーパー部２２ａと、中間層２０ｂから下層２０ａまで延びる第２テーパー部２２ｂと、を
有している。第１テーパー部２２ａと第２テーパー部２２ｂとの境界（切り替わり位置）
Ｂは、中間層２０ｂ中に位置している。更に、第２テーパー部２２ｂ上に側壁保護膜２４
が形成され、第２テーパー部２２ｂを覆っている。
【００２５】
　第１テーパー部２２ａのテーパー角θ１（絶縁基板１５の内面１０Ａと平行な平面に対
する傾斜角度）は、４０°未満、例えば、３０°に形成されている。第２テーパー部２２
ｂのテーパー角θ２は、テーパー角θ１よりも大きく形成され、４０°以上、７０°以下
、例えば、６０°に設定されている。側壁保護膜２４は、第２テーパー部２２ｂ上に堆積
形成され、エッチング時に生成されるＣＨ系物質等により形成されている。側壁保護膜２
４は、第２テーパー部２２ｂの過度のサイドエッチングを抑制し、第２テーパー部の低テ
ーパー化を防止する。
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【００２６】
　アレイ基板ＳＵＢ１上にパッシベーション膜（保護層）ＰＡが形成され、ソース配線Ｓ
、ソース電極ＳＥ、ドレイン電極ＤＥ、酸化物半導体層ＳＣの全体を覆っている。このパ
ッシベーション膜ＰＡは、無機膜、オレフィン樹脂、アクリル樹脂、シロキサン樹脂など
を用い、ＣＶＤ（化学蒸着）法により形成することができる。　
　なお、パッシベーション膜ＰＡの膜厚は、ソース電極ＳＥ、ドレイン電極ＤＥ、ソース
配線Ｓを構成している金属多層膜（Ｔｉ系／Ａｌ系／Ｔｉ系）の膜厚の３倍以上に形成さ
れている。
【００２７】
　次に、本実施形態の表示装置に適用するアレイ基板ＳＵＢ１の製造方法についてその一
例を説明する。　
　図４に示すように、絶縁基板１５の内面１０Ａ上に、例えば、スパッタリングによりゲ
ート層を成膜し、このゲート層をパターニングすることにより、ゲート配線Ｇおよびゲー
ト電極ＧＥを形成する。ここでは、絶縁基板１５として、透明なガラス基板を用いた。ゲ
ート層は、例えば、Ｍｏ系材料を用いた。
【００２８】
　続いて、ゲート電極ＧＥに重ねて絶縁基板１５の内面１０Ａ上にゲート絶縁層１２を成
膜する。このゲート絶縁層１２は、例えば、プラズマＣＶＤ法などを用いて、酸化シリコ
ン（ＳｉＯｘ）により形成した。
　次いで、例えば、スパッタリングによりゲート絶縁層１２の上に酸化インジウムガリウ
ム亜鉛（ＩｎＧａＺｎＯ）からなる半導体層を成膜した後、島状にパターニングして複数
の酸化物半導体層ＳＣを形成する。なお、図示しないが、酸化物半導体層ＳＣを形成する
際、ゲート絶縁層１２上に画素電極を同時に形成してもよい。
【００２９】
　その後、スパッタリング等により、ゲート絶縁層１２および酸化物半導体層ＳＣに重ね
て、金属膜を成膜する。この金属膜は、例えば、Ｔｉ系の下層２０ａ、Ａｌ系の中間層２
０ｂ、Ｔｉ系の上層２０ｃを有する金属多層膜を用いる。
【００３０】
　続いて、成膜された金属多層膜をパターニングしてソース電極ＳＥ、ドレイン電極ＤＥ
、ソース配線Ｓを形成する。この場合、図４に示すように、所望パターンを有するフォト
レジストＰＲを金属多層膜上に形成する。フォトレジストＰＲは、例えば、オレフィン樹
脂などの感光性絶縁材料を金属多層膜上に塗布した後、フォトマスクを介した露光及び現
像処理を伴うフォトリソグラフィプロセスを用いてパターニングすることで形成される。
フォトレジストＰＲは、ソース電極ＳＥ、ドレイン電極ＤＥ、ソース配線Ｓの形成領域の
直上に位置するパターンを有し、酸化物半導体層ＳＣのチャネル領域の直上には配置され
ていない。
【００３１】
　次いで、フォトレジストＰＲをマスクとして、金属多層膜を一括してパターニングする
。パターニングは、例えばプラズマドライエッチング法の一種である反応性イオンエッチ
ング法（ＲＩＥ）を用い、２段階のエッチングで行う。第１段階のエッチングでは、エッ
チングガスとして、三塩化ホウ素（ＢＣｌ3）、塩素（Ｃｌ2）の混合ガスを用い、Ｃｌ2

の流量比を高めに設定する。さらに窒素（Ｎ2）を混合しても良い。図５に示すように、
第１段階のエッチングでは、金属多層膜の上層２０ｃおよび中間層２０ｂの途中まで、ハ
ーフエッチングする。エッチングにより形成された一部側壁は、テーパー角が４５°以下
の第１テーパー部となる。
【００３２】
　続いて、図６に示すように、連続する第２段階のエッチングにより、金属多層膜の下層
２０ａまでフルエッチチングする。第２段階のエッチングでは、エッチングガスとして、
三塩化ホウ素（ＢＣｌ3）、塩素（Ｃｌ2）に側壁保護膜形成用の添加ガスを混合したもの
を用いる。添加ガスとしては、例えば三フッ化メタン（ＣＨＦ3）等が好ましい。また、
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混合ガスに窒素（Ｎ2）を添加しても良い。第２段階のエッチングにより、中間層２０ｂ
および下層２０ａをエッチングし、ソース・ドレイン電極およびソース配線の側壁を形成
する。この際、各側壁に、下層２０ａ側に位置する第２テーパー部２２ｂ、および上層２
０ｃ側に位置する第１テーパー部２２ａが形成される。第２テーパー部２２ｂは、テーパ
ー角が６０°程度であり、第１テーパー部２２ａは、エッチングが進行し、テーパー角が
３０°程度となる。
【００３３】
　また、第２段階のエッチング過程で、添加ガス（ＣＨＦ3）、Ｎ２は、プラズマ解離反
応によりＣＨ系、ＡｌＦｘ、ＡｌＮｘ等の物質を生成し、この生成された物質が第２テー
パー部２２ｂ上に堆積して側壁保護膜２４を形成する。側壁保護膜２４を形成することに
より、第２テーパー部２２ｂの過度のサイドエッチングを抑制し、第２テーパー部２２ｂ
を所望のテーパー角に維持することができる。なお、第１テーパー部２２ａは、テーパー
角が３０°～４５°程度と小さいため、生成物質が堆積してもエッチングにより直ぐに除
去され、側壁保護膜が形成され難い。
【００３４】
　図７は、側壁のテーパー部のテーパー角と側壁保護膜の厚さとの関係を模式的に示して
いる。この図から、テーパー角が大きくなる程、堆積形成される側壁保護膜の膜厚が厚く
なることが分かる。ドライエッチングにおいて、イオンはステージのバイアスに引っ張ら
れるため、金属多層膜の側壁部に入射しにくい。テーパー角が大きい程、側壁部へのイオ
ンの入射が少なくなるため、側壁保護膜は形成され易くなる。このことからも、テーパー
角の大きい第２テーパー部２２ｂ上には側壁保護膜２４が形成され、テーパー角の小さい
第１テーパー部２２ａには側壁保護膜がほとんど形成されないことが分かる。
【００３５】
　このような２段階のエッチングにより、第１テーパー部２２ａおよび第２テーパー部２
２ｂを有する側壁で規定されたソース電極ＳＥ、ドレイン電極ＤＥ、ソース配線Ｓが形成
される。エッチング完了後、フォトレジストＰＲを除去する。次いで、アレイ基板ＳＵＢ
１上にパッシベーション膜（保護層）ＰＡを形成し、ソース配線Ｓ、ソース電極ＳＥ、ド
レイン電極ＤＥ、酸化物半導体層ＳＣ等を含むアレイ基板全体をパッシベーション膜で覆
う。パッシベーション膜ＰＡは、無機膜、オレフィン樹脂、アクリル樹脂、シロキサン樹
脂などを用いる。パッシベーション膜ＰＡの膜厚は、ソース電極ＳＥ、ドレイン電極ＤＥ
、ソース配線Ｓを構成している金属多層膜（Ｔｉ系／Ａｌ系／Ｔｉ系）の膜厚の３倍以上
とすることが望ましい。　
　以上の工程により、薄膜トランジスタＴＲを備えたアレイ基板ＳＵＢ１が製造される。
【００３６】
　以上のように構成された表示装置およびアレイ基板によれば、電極および配線の側壁は
、上層側の第１テーパー部２２ａと下層側の第２テーパー部２２ｂとを有し、第１テーパ
ー部のテーパー角は第２テーパー部のテーパー角よりも小さく形成されている。更に、第
２テーパー部上に側壁保護膜２４を設けている。このような側壁保護膜２４を設けること
により、第２テーパー部２２ｂのサイドエッチング量のバラツキを低減し、電極および配
線を所望形状および均一な形状に加工することができる。これにより、アレイ基板の量産
性が向上する。同時に、側壁荒れ、特に、第２テーパー部２２ｂの荒れを抑制することが
できる。　
　また、側壁保護膜２４を設けることにより、オーバーエッチング時間の延長が可能とな
る。エッチング時間を延長することにより、Ｔｉ残渣の発生を抑制することができ、電極
および配線をより正確な形状に加工可能となる。
【００３７】
　配線および電極の側壁において、第１テーパー部２２ａと第２テーパー部２２ｂとの切
り替わり部（境界）ＢがＴｉ系の上層２０ｃ中に設けられている場合、すなわち、第１テ
ーパー部に比較して第２テーパー部の厚さ（高さ）が大きい場合、パッシベーション膜Ｐ
Ａによるカバレッジ性が低下し易く、“す”が入りやすい。一方、テーパー切り替わり部
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Ｂが下層２０ａ中に設けられている場合、第１テーパー部２２ａの膜厚が大きくなること
から、第１テーパー部２２ａのサイドエッチが大きく進行し、金属多層膜からなる配線お
よび電極のＣＤロスに伴う配線抵抗増加が生じやすい等の問題がある。
　これに対して、本実施形態によれば、第１テーパー部２２ａと第２テーパー部２２ｂと
の切り替わり部Ｂが金属多層膜の中間層２０ｂに位置するように第１テーパー部と第２テ
ーパー部の膜厚を設定している。これにより、上記問題が生じにくい。
【００３８】
　側壁が立っていると、すなわち、テーパー角が大きいと、側壁の肩部でパッシベーショ
ン膜ＰＡの段切れ、未付着等が発生し易くなる。しかし、本実施形態によれば、側壁の上
層側に第１テーパー部２２ａを設け、そのテーパー角を第２テーパー部２２ｂのテーパー
角よりも小さく、ここでは、テーパー角を４５°以下、好ましくは、４０°以下とするこ
とにより、パッシベーション膜ＰＡを配線上および電極上に密着させ、アレイ基板全体を
確実に覆うことができる。これにより、パッシベーション膜ＰＡのカバレッジ性が向上す
る。また、第１テーパー部２２ａのテーパー角を４０°以下と低テーパー化することによ
り、第１テーパー部に側壁保護膜が堆積されにくい。一方、第２テーパー部２２ｂは、テ
ーパー角を４０°以上、好ましくは、４５°以上７０°以下とすることにより、側壁保護
物質が堆積し易く（残り易く）、側壁保護膜を安定して形成することができる。但し、酸
化物半導体層ＳＣは水素（Ｈ）によって還元され易いため、側壁保護膜の形成は必要最小
限にすることが望ましい。
【００３９】
　本実施形態によれば、配線および電極を構成するＴｉ／Ａｌ／Ｔｉの金属多層膜の膜厚
を、パッシベーション膜ＰＡの膜厚の１／３以上に形成した場合でも、すなわち、金属積
層膜が比較的厚い場合でも、パッシベーション膜ＰＡによるカバレッジ性を高く維持する
ことができる。　
　以上のことから、本実施形態によれば、加工形状の均一化、カバレッジ性の向上、量産
性の向上した表示装置が得られる。
【００４０】
　次に、他の実施形態に係る表示装置のアレイ基板について説明する。なお、以下に説明
する他の実施形態において、前述した第１の実施形態と同一の部分には、同一の参照符号
を付してその詳細な説明を省略し、第１の実施形態と異なる部分を中心に詳しく説明する
。
【００４１】
（第２の実施形態）　
　図８は、第２の実施形態に係る表示装置のアレイ基板を示す断面図である。　
　図８に示すように、薄膜トランジスタＴＲを構成する酸化物半導体層ＳＣ上に設けられ
たソース電極ＳＥおよびドレイン電極ＤＥ、並びに、ゲート絶縁層１２上に設けられたソ
ース配線Ｓは、それぞれ側壁を有している。各側壁は、上層２０ｃから中間層２０ｂまで
延びる第１テーパー部２２ａと、中間層２０ｂから下層２０ａまで延びる第２テーパー部
２２ｂと、を有している。第１テーパー部２２ａと第２テーパー部２２ｂとの境界（切り
替わり位置）Ｂは、中間層２０ｂ中に位置している。更に、第２テーパー部２２ｂ上に側
壁保護膜２４が形成され、第２テーパー部２２ｂを覆っている。
【００４２】
　本実施形態によれば、側壁保護膜２４は、第２テーパー部２２ｂの内、中間層２０ｂの
側壁のみに形成されている。ただし、下層２０ａの内、中間層２０ｂ側の端部（境界部）
であれば、側壁保護膜２４を形成してもよい。
　第１テーパー部２２ａのテーパー角は、４０°未満、例えば、３０°に形成されている
。第２テーパー部２２ｂのテーパー角は、第１テーパー部のテーパー角よりも大きく形成
され、４０°以上、７０°以下、例えば、６０°に設定されている。側壁保護膜２４は、
例えば、ＣＨ系物質で形成され、エッチング時に、第２テーパー部２２ｂの上に堆積形成
される。
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【００４３】
　アレイ基板ＳＵＢ１の製造方法についてその一例を説明する。ここでは、エッチング工
程について説明する。　
　配線材料である金属多層膜として、例えば、Ｔｉ系の下層２０ａ、Ａｌ系の中間層２０
ｂ、Ｔｉ系の上層２０ｃを絶縁基板１５上に積層形成した後、図示しないフォトレジスト
をマスクとして、金属多層膜を一括してパターニングする。パターニングは、プラズマド
ライエッチング法を用い、３段階で金属多層膜をエッチングすることにより行う。
【００４４】
　第１段階のエッチングにおいて、エッチングガスとしては、三塩化ホウ素（ＢＣｌ3）
、塩素（Ｃｌ2）の混合ガスを用い、Ｃｌ2の流量比を高めに設定する。さらに窒素（Ｎ2

）を混合しても良い。第１段階のエッチングでは、金属多層膜の上層２０ｃおよび中間層
２０ｂの途中まで、ハーフエッチングする。エッチングにより形成された一部側壁は、テ
ーパー角が４５°以下の第１テーパー部となる。
【００４５】
　第１段階のエッチングに連続して第２段階のエッチングにより、金属多層膜の中間層２
０ｂおよび下層２０ａの境界付近までハーフエッチする。第２段階のエッチングにおいて
、エッチングガスとして、三塩化ホウ素（ＢＣｌ3）、塩素（Ｃｌ2）に側壁保護膜形成用
の添加ガスを混合したものを用いる。添加ガスとしては、例えば三フッ化メタン（ＣＨＦ

3）等が好ましい。また、混合ガスに窒素（Ｎ2）を添加しても良い。第２段階のエッチン
グにより、中間層２０ｂおよび下層２０ａの境界部をエッチングし、第２テーパー部２２
ｂを形成する。第２テーパー部２２ｂは、テーパー角が６０°程度であり、第１テーパー
部２２ａは、エッチングが進行し、テーパー角が３０°程度となる。
【００４６】
　また、第２段階のエッチング過程で、添加ガス（ＣＨＦ3）、Ｎ２は、プラズマ解離反
応によりＣＨ系、ＡｌＦｘ、ＡｌＮｘ等の物質を生成し、この生成された物質が第２テー
パー部２２ｂ上に堆積して側壁保護膜２４を形成する。側壁保護膜２４を形成することに
より、第２テーパー部２２ｂのサイドエッチングを抑制し、第２テーパー部２２ｂを所望
のテーパー角に維持することができる。なお、第１テーパー部２２ａは、テーパー角が３
０°程度と小さいため、生成物質が堆積してもエッチングにより直ぐに除去され、側壁保
護膜を形成しにくい。
【００４７】
　続いて、第３段階のエッチングにより、残りの下層２０ａをエッチングする。第３段階
のエッチングでは、エッチングガスとして、三フッ化メタン（ＣＨＦ3）の添加を停止し
、三塩化ホウ素（ＢＣｌ3）、塩素（Ｃｌ2）の混合ガスを用い、Ｃｌ2の流量比を高めに
設定する。さらに窒素（Ｎ2）を混合しても良い。第３段階のエッチング（非側壁保護プ
ロセス）により、側壁保護物質を生成することなく、下層２０ｃがエッチングされる。
【００４８】
　エッチング完了後、フォトレジストを除去する。次いで、アレイ基板ＳＵＢ１上にパッ
シベーション膜（保護層）ＰＡを形成し、ソース配線Ｓ、ソース電極ＳＥ、ドレイン電極
ＤＥ、酸化物半導体層ＳＣの全体をパッシベーション膜で覆う。以上の工程により、薄膜
トランジスタＴＲを備えたアレイ基板ＳＵＢ１が製造される。
【００４９】
　上記のように構成された第２の実施形態に係る表示装置によれば、前述した第１の実施
形態と同様の作用効果が得られる。本実施形態によれば、Ａｌ系の中間層２０ｂの側壁に
側壁保護膜を設けることにより、Ｔｉ系の下層２０ａよりもサイドエッチングが進行し易
い中間層を保護することができる。また、下層２０ａのエッチングに側壁保護プロセスを
用いる必要がないため、すなわち、三フッ化メタン（ＣＨＦ3）を用いていないため、酸
化物半導体層ＳＣが水素（Ｈ）によって還元されることを抑制できる。
【００５０】
（第３の実施形態）　
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　図９は、第３の実施形態に係る表示装置のアレイ基板を示す断面図である。　
　図９に示すように、薄膜トランジスタＴＲを構成する酸化物半導体層ＳＣ上に設けられ
たソース電極ＳＥおよびドレイン電極ＤＥ、並びに、ゲート絶縁層１２上に設けられたソ
ース配線Ｓは、それぞれ側壁を有している。各側壁は、上層２０ｃから中間層２０ｂまで
延びる第１テーパー部２２ａと、中間層２０ｂから下層２０ａまで延びる第２テーパー部
２２ｂと、を有している。第１テーパー部２２ａと第２テーパー部２２ｂとの境界（切り
替わり位置）Ｂは、中間層２０ｂ中に位置している。更に、第２テーパー部２２ｂ上に側
壁保護膜２４が形成され、第２テーパー部２２ｂを覆っている。
【００５１】
　本実施形態によれば、ソース電極ＳＥ、ドレイン電極ＤＥ、およびソース配線Ｓを形成
する金属多層膜において、下層２０ａおよび上層２０ｃは、ＭｏＣｒ、ＭｏＷ等のＭｏ系
金属で形成されて、中間層２０ｂはＡｌ系金属により形成されている。また、側壁保護膜
２４は、第２テーパー部２２ｂの内、中間層２０ｂの側壁のみに形成されている。　
　第１テーパー部２２ａのテーパー角は、４０°未満、例えば、３０°に形成されている
。第２テーパー部２２ｂのテーパー角は、第１テーパー部のテーパー角よりも大きく形成
され、４０°以上、７０°以下、例えば、６０°に設定されている。側壁保護膜２４は、
例えば、ＣＨ系物質で形成され、エッチング時、第２テーパー部２２ｂの中間層２０ｃ上
に堆積形成される。
【００５２】
　アレイ基板ＳＵＢ１の製造方法についてその一例を説明する。ここでは、エッチング工
程について説明する。　
　配線材料である金属多層膜として、Ｍｏ系の下層２０ａ、Ａｌ系の中間層２０ｂ、Ｍｏ
系の上層２０ｃを絶縁基板１５上に積層形成した後、図示しないフォトレジストをマスク
として、金属多層膜を一括してパターニングする。パターニングは、プラズマドライエッ
チング法を用い、３段階で金属多層膜をエッチングすることにより行う。
【００５３】
　第１段階のエッチングでは、エッチングガスとして、例えば、六フッ化硫黄（ＳＦ6）
および酸素（Ｏ2）の混合ガスを用い、上層２０ｃをエッチングする。第２段階のエッチ
ングでは、エッチングガスとして、三塩化ホウ素（ＢＣｌ3）、塩素（Ｃｌ2）に側壁保護
膜形成用の添加ガスを混合したものを用いて、中間層２０ｂをエッチングする。また、混
合ガスに窒素（Ｎ2）を添加しても良い。これにより、第１テーパー部２２ａおよび第２
テーパー部２２ｂを有する側壁を形成する。
【００５４】
　また、第２段階のエッチング過程で、添加ガス（ＣＨＦ3）、Ｎ２は、プラズマ解離反
応によりＣＨ系、ＡｌＦｘ、ＡｌＮｘ等の物質を生成し、この生成された物質が第２テー
パー部２２ｂ上に堆積して側壁保護膜２４を形成する。側壁保護膜２４を形成することに
より、第２テーパー部２２ｂを形成する中間層２０ｂのサイドエッチングを抑制し、第２
テーパー部を所望のテーパー角に維持する。第２テーパー部２２ｂは、テーパー角が６０
°程度であり、第１テーパー部２２ａは、エッチングが進行し、テーパー角が３０°程度
となる。
【００５５】
　第３段階のエッチングでは、エッチングガスとして、例えば、六フッ化硫黄（ＳＦ6）
および酸素（Ｏ2）の混合ガスを用い、下層２０ａをエッチングする。これにより、側壁
保護膜２４から酸化物半導体層ＳＣあるいはゲート絶縁層１２まで延びる第２テーパー部
を下層２０ａに形成する。
【００５６】
　上記のように構成された第３の実施形態に係る表示装置によれば、前述した第２の実施
形態と同様の作用効果が得られる。本実施形態によれば、Ａｌ系の中間層２０ｂの側壁に
側壁保護膜を設けることにより、Ｍｏ系の下層２０ａよりもサイドエッチングが進行し易
い中間層を保護することができる。また、下層２０ａのエッチングに側壁保護プロセスを
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用いる必要がないため、すなわち、三フッ化メタン（ＣＨＦ3）を用いていないため、水
素（Ｈ）による酸化物半導体層ＳＣの還元を抑制することができる。　
　以上のことから、第２および第３の実施形態においても、加工形状の均一化、カバレッ
ジ性の向上、量産性の向上した表示装置が得られる。
【００５７】
　上述した実施形態においては、薄膜トランジスタを含む表示装置の開示例として液晶表
示装置を示したが、その他の適用例として、有機ＥＬ表示装置、その他の自発光型表示装
置、或いは電気泳動素子等を有する電子ペーパー型表示装置等、あらゆるフラットパネル
型の表示装置が挙げられる。また、中小型の表示装置から大型の表示装置まで、特に限定
することなく上記実施形態と同様の構成或いは製造工程を適用可能であることは言うまで
もない。
【００５８】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これらの新規な実施形態は、そ
の他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々
の省略、置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発明の範
囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含ま
れる。
【００５９】
　本発明の実施形態として上述した各構成及び製造工程を基にして、当業者が適宜設計変
更して実施し得る全ての構成及び製造工程も、本発明の要旨を包含する限り、本発明の範
囲に属する。また、上述した実施形態によりもたらされる他の作用効果について本明細書
の記載から明らかなもの、又は当業者において適宜想到し得るものついては、当然に本発
明によりもたらされるものと解される。
【符号の説明】
【００６０】
　１…表示装置、１５…絶縁基板、ＳＵＢ１…アレイ基板、ＡＣＴ…表示部、
　Ｇ…ゲート配線、Ｓ…ソース配線、ＴＲ…薄膜トランジスタ、ＰＸ…表示画素、
　ＧＥ…ゲート電極、ＳＣ…半導体層、ＳＥ…ソース電極、１２…ゲート絶縁層、
　ＤＥ…ドレイン電極、２０ａ…下層（第１層）、
　２０ｂ…中間層（第２層）、２０ｃ…上層（第３層）、２２ａ…第１テーパー部、
　２２ｂ…第２テーパー部、２４…側壁保護膜、ＰＡ…パッシベーション膜（保護層）、
　ＰＲ…フォトレジスト
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